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^ (54) Title: METHOD FOR GRINDING THE BACK SIDES OF WAFERS 

£2 (54) Bezcichnung: VERFAHREN ZUM ROCKSEITENSCHLEIFEN VON WAFERN 
i-H 

^ (57) Abstract: The invention relates to a method for grinding the back sides of wafers using foils having a carrier layer known per 
^ sc and a gradually polymcrizablc adhesive layer. The invention also relates to foils having said gradually polymcrizablc adhesive 
layer and to their utilization. 

Q (57) Zusammenfassung: Die voriiegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ruckseitenschleifen von Wafem unter Verwendung 
von Folien, die eine an sich bekannte Tragerschichi und eine stufenweise polymerisierbare Hafischichl aufweisen, sowie Folien, die 
eine solche stufenweise polymerisierbare Haftschicht aufweisen und deren Verwendung. 
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Verfahren .zum Rtlckseitenschleifen von Wafern 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Rtlckseitenschleifen von Wafern unter Verwendung von Folien, 
5 die eine an sich bekannte Tragerschicht und eine stufenweise 
polymerisierbare Haftschicht aufweisen, sowie Folien, die 
eine seiche stufenweise polymerisierbare Haftschicht 
aufweisen und deren Verwendung. 

10 Hintergrund der Erfindung und Stand der Technik 

Beim Riickseitenschleifen von Halbleiter-Waf ern werden derzeit 
auf die Waf er-Vorderseite Schutzfolien geklebt, der so 
beschichtete Wafer wird mit der auf gebrachten Folie auf eine 

15 plane Unterlage gelegt, und es erfolgt ein Schleifen der 

Wafer-Rtickseite, typischerweise mit einem Schleifmaterial aus 
Diamant. Die zum Riickseitenschleifen auf die Halbleiter- 
Waf er-Vorderseite geklebten Schutzfolien konnen derzeit nur 
Topographie-Unterschiede auf Waf er-Vorderseiten von maximal 

20 150 pm ausgleichen und planarisieren. Neuartige 

•Montageverf ahren erfordern jedoch auf Scheibenvorderseiten 
zum Kontaktieren mit Leiterplatten, Platinen, Bords usw. in 
Zukunft Kontakt-Biimps mit einer Hohe von bis zu 250 pm und 
300 - 500 pm im Durchmesser, anstelle der bisher ublichen 

25 Gold- Oder Aluminium-Draht-Bondungen, Diese hohen Bumps 

k5nnen nicht mehr mit den derzeit verwendeten Schleif folien 
planarisierend abgedeckt werden. Die herkommlichen Folien 
konnen diese Topographie-Unterschiede nicht mehr ausgleichen, 
so daB ein nicht vollstandiger Kontakt mit der Substratf lache 

30 gegeben ist und insbesondere die Folienriickseite, die beim 
Schleifen der Waf er-RUckseite auf der Unterlage aufliegt, 
nicht mehr planar ist, sondern Wellen aufweist. Der 
SchleifprozeB fuhrt dann zu lokalen Die kens chwankungen 
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(Dimpls) in den gedtlnnten Wafern, bis hin zum Bruch der 
Waferscheibe. 

Die derzeit verwendeten Schleif folien sind immer aus einem 
5 Tragermaterial (80 - 200 ]m Schichtdicke) und einem Klebefilm 
bzw. Haftfilm mit einer Schichtdicke von 10 - 30 pm 
auf gebaut . Solche Folien sind beispielsweise von den Firmen 
Nitto, Adwill, Mitsui erhaltlich und sind derzeit iiu Einsatz 
bei Wafer-Prozessen. Dabei ist der Klebefilm so 

10 polymerisiert, daJi dieser visko-elastische Eigenschaften 

aufweist. Auf grunddessen konnen Topographieunterschiede bis 
zu einem gewissen MaB eingeebnet werden, und das nach dem 
Schleifen notwendige Abziehen der Schutzfolie von der 
Halbleiterscheibe erfolgt weitgehend ohne auf der 

15 Substratoberf lache verbleibende Kleberreste. Voraussetzung 
hierftir ist jedoch, dali die Kontakt-Bumps auf Wafer- 
Vorderseiten nicht grofier als 150 ym hoch sind. Bei groJieren 
Kontakt-Bumps treten die oben genannten Nachteile auf. Zum 
Ruckseitenschleif en von Wafern mit grofieren Kontakt-Bumps 

20 stehen bisher keine einebnenden Schutzfolien bereit. Eirie 
technische Losung zum Rtickseitenschleif en von Scheiben mit 
200 ]}m hohen Bumps ist derzeit nicht bekannt. 

Es ist weiterhin bekannt, Folien auf Wafer auf zubringen, die 
25 in der Haftschicht eine photopolymerisierbare Substanz 
aufweisen, wobei die Haftschicht visko-elastisch ist und 
durch die UV-Bestrahlung vollstandig durchpolymerisiert wird. 
Solche Folien sind beispielsweise von den Firmen Nitto, 
Adwill, Mitsui erhaltlich und sind derzeit im Einsatz bei 
30 Wafer-Prozessen • Dieses Verfahren ist ebenfalls nicht zum 
Rtickseitenschleifen von Wafern geeignet, die auf ihrer 
Vorderseite Kontakt-Bumps oder andere Strukturen mit mehr als 
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ISOpm Hohe aufweisen, da auch hier die genannten Nachteile 
auftreten. 

EP 926 732 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von 
5 Halbleitervorrichtungen, wobei ein ein drucksensitives 
Haftband auf einen Wafer aufgebracht wird, dieses erhitzt 
Oder angedruckt wird und anschliefiend nach Ruckseiten- 
schleifen des Wafers eine photochemische Polymerisation 
erfolgt . 

10 

US 5,110,388 beschreibt ein Verfahren zur Befestigung von 
Chips mittels eines photopolymerisierbaren Haftbands. 

JP 9100450 A (abstract) offenbart ein Klebeband mit einer 
15 Grundschicht und einer Haftschicht, welche eine strahlungs- 
hartende Komponente und eine thermisch hSrtende Klebstoff- 
koinp.onente aufweist. Die Klebebander kQnnen zur Befestigung 
von Wafern verwendet werden, wenn aus diesen Chips gebildet 
werden. 

20 

JP 08054 655 A offenbart ein Klebeband mit einer hartbaren 
drucksensitiven Haftschicht, enthaltend eine durch aktinische 
Strahlung hartende Komponente und eine thermisch hartende 
Komponente. 

25 

JP 11140397 A offenbart ein Haftband, das eine 
strahlungshartende und eine warmehartende Komponente 
aufweist, sowie dessen Eignung zum Schutz vor Hitze und 
Feuchtigkeit . 



In JP 2000223453 A ist ein strahlungshSrtendes 

Schutz klebeband beschrieben, welches zwei verschiedene 

strahlungshartende Komponenten aufweist. 
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EP 981 156 A2 beschreibt ein Verfahren zum RUckseiten- 
schleifen von Wafern, bei dem auf die Wafervorderseite ein 
Haftschutzband aufgebracht wird, welches ein Elastizitats- 
5 modul von mindestens 1.0 x 10^ Pa bei 40**C aufweist. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren 
und eine Folie bereitzustellen, womit die genannten Nachteile 
beim Ruckseitenschleif en von Halbleiter-Waf ern nicht 
10 auftreten. Dies wird erf indungsgemafi durch ein Verfahren 
gemaJJ Anspruch 1, sowie eine Folie nach Anspruch 6 gelost. 
Weitere und bevorzugte Ausfiihrungsformen ergeben sich aus den 
Unteransprtichen und der nachf olgenden Beschreibung. 

15 GemaB Anspruch 1 wird ein Verfahren zum Rtickseitenschleif en 
von Wafern bereitgestellt, mit den Schritten: 

a) Aufbringen einer Folie, die eine Tragerschicht und eine 
Haftschicht aufweist, mit der Haf tschichtseite auf die Wafer- 

20 Vorderseite, wobei das Aufbringen der Folie auf die Wafer- 
vorderseite durch Laminieren erfolgt, wobei sich die 
Haftschicht den Halbleitertopographiestrukturen und/oder den 
Kontakt-Bumps auf der Waf eroberf lache anpafit, wahrend die 
Tragerschicht riickseitig plan und parallel zur 

25 Waferoberflache veriauft; 

b) Durchftlhren einer ersten photochemisch initiierten 
Teilpolymerisation in der Haftschicht, wodurch die 
Haftschicht als Folge der ersten Teilpolymerisation ein 
elastisches Verhalten annimmt und die Haftung zwischen 

30 Haftschicht und Waf er~Oberf lache verstarkt wird; 

c) Schleifen der Waf er-RUckseite, 
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d) Durchftlhren einer zweiten Teilpolymerisation in der 
Haftschicht, wodurch eine Verringerung der Haftung zwischen 
der Haftschicht und der Wafer-Oberf lache erreicht wird; und 

e) Abziehen der Folie von der Wafer-Vorderseite, 

5 

GemSB Anspruch 6 wird eine Folie zum Einsatz beim 
Riickseitenschleifen von Wafern, die eine Tragerschicht und 
eine Haftschicht aufweist, wobei die Haftschicht stufenweise 
polymerisierbar ist und so ausgelegt ist, dafi zunachst eine 
10 photo chemisch initiierte Teilpolymerisation und dann eine 
photochemisch oder theriaisch initiierte Teilpolymerisation 
durchgeftlhrt werden kann, 

Beschreibung 

15 

Bei dem Verfahren gemafi der vorliegenden Erfindung zum 
Riickseitenschleifen von Wafern wird zunachst nach 
herkommlichen Verfahren eine Folie auf die Waf er-Vorderseite 
aufgebracht, ublicherweise durch Laminieren, d.h. durch 

20 mechanisches Andriicken der Folie. Die Folie weist eine 
Tragerschicht und eine stufenweise polymerisierbare 
Haftschicht auf. Die stufenweise polymerisierbare Haftschicht 
ist so ausgelegt, dass zunachst eine photochemisch initiierte 
Teilpolymerisation und dann eine photochemisch oder thermisch 

25 initiierte Teilpolymerisation durchgefUhrt werden kann. 

Die Folie kann ublicherweise in Rollen von 100 - 200 m Lange 
vorliegen und kann in fUr samtliche Wafergroiien geeigneten 
Dimensionen angefertigt werden, bspw. in Breiten von 100 mm, 
30 200 mm oder 300 mm. 

Die Folie weist erf indungsgemali eine an sich bekannte 
Tragerschicht mit einer Schichtdicke von vorzugsweise 80 - 
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200 ]m auf . Als Trager werden bevorzugt thermoplastische 
Werkstoffe wie Polyethylen, und andere Polyolefine 
eingesetzt. HSufig wird auch PVC eingesetzt, dieses wird aber 
mehr und mehr vermieden, wegen der Gefahr von Cl- 
5 Kontamination. 

Als Haftschicht dient erf indungsgemafl eine stufenweise 
polymerisierbare Schicht von vorzugsweise bis zu SOOiain, 
bevorzugt 150 - 300 ]m Schichtdicke, noch bevorzugter 200 - 

10 300pm Schichtdicke, mit zunachst viskos-plastischen 

Eigenschaften, Die Haf tschichten weisen erf indungsgemaJi 
bereits vorvernetzte Polymere, also Prepolymere auf. Die 
Molmassenverteilung ist dabei so gewahlt, dafi trotz 
Teilvernetzung eine viskose Benetzung mSglich ist. Die 

15 Haftschicht weist dabei erf indungsgemaii eine Anf angshaftung 
(tacking) auf der Oberflache auf. Beiiti Laminieren der 
Schutzfolie auf die Waf er~Vorderseite werden erf indungsgemaB 
die Kontakt-Bumps ohne Deformation oder Verspannungen in den 
weichen Klebefilm eingebettet, so daii die Folien-riickseitige 

20 Tragerschicht plan und parallel zur Waf er-Oberf lache 

verlauft. Dies ist in Fig. 1 schematisch dargestellt. Ein auf 
der Vorderseite mit Kontakt-Bumps (2) versehener Wafer (1) 
ist mit einer Folie (3) beschichtet, die eine Haftschicht (4) 
und eine Tragerschicht (5) auf weist. Die Riickseite der 

25 Tragerschicht verlauft plan und parallel zur Waf eroberflache 
bzw. zur Waferrtlckseite. 

Nach dem Aufbringen der Folie auf die Waf er-Oberf lache, 
iiblicherweise durch Laminieren, erfolgt eine erste 
30 photochemisch initiierte Teilpolymerisation der in der 

Haftschicht enthaltenen Prepolymere bzw. polymerisierbaren 
Substanzen, in der Kegel durch UV-Bestrahlung. Die UV- 
Bestrahlung erfolgt bspw. mit Oblichen UV-Lampen, die je nach 
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verwendetem Photoinitiator ausgewahlt werden, tJber die Zeit 
Oder Intensitat der Bestrahlung kann der Polymerisationsgrad 
gesteuert we.rden. Hierdurch wird erf indungsgemSB der an die 
Wafer-Oberfiachentopographie angepaBte Kleber teilausgehartet 
5 und dieser erhSlt elastische Eigenschaf ten. Weiterhin wird 
die Haftung zwischen der Haftschicht und der Waf eroberf lache 
hierdurch vorzugsweise verstarkt. Anschlieiiend erfolgt das 
Riickseitenschleif en des Wafers nach an sich bekannten 
Verfahren, Dabei wird der Wafer mit seiner Vorderseite auf 

10 eine zum Schleifen geeignete Unterlage gelegt, so dass die 
Waferriickseite zum Schleifen nach oben weist, Beim 
RUckseitenschleifen mit einer erfindungsgemafi aufgebrachten 
Folie kSnnen die auftretenden Schleif kraf te durch den hart- 
elastischen Trager und die nach der ersten Teilpolymerisation 

15 elastischen und festeren Haftschicht weitgehend ohne Wafer- 
Deformation ausgeglichen werden. Die Folienriickseite liegt 
plan, und parallel zur Waferriickseite auf der Unterlage auf, 
so dafi beim Riickseitenschleif en weitgehend keine storenden 
Krafte aufgrund von Unebenheiten in der Folienriickseite 

20 auftreten. Oberdies ist die Waf er-Topographie bzw. die Wafer- 
Oberflachenstruktur vollstandig in das elastische 
Haftschichtmaterial eingebettet, so daU eine optimale 
Dampfung erreicht werden kann. 

25 Das Riickseitenschleif en erfolgt erf indungsgemSB iiblicherweise 
nach herkommlichen Verfahren^ weist also beispielsweise die 
Schritte auf: 

Auflegen des Wafers mit der laminierten Seite auf einen 
Vakuumchuck, dieser Chuck rotiert und wird mit Wasser 
30 gespiilt. Aufsetzen eines rotierenden Diamantschleifringes auf 
die freie RUckseite des Wafers; Zustellen des Schleif ringes 
bis zur gewUnschten Tiefe, Abheben der Schleifscheibe, 
Wasserspiilen, Abnehmen des Wafers, Weitertransport zur 
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nachsten Schleif station (Feinschlif f ) , Zustellen der 
rotierenden Feinschleif scheibe auf die gewUnschte Tiefe, 
Abheben der Schleif scheibe, Wassersptilen, Ausladen des diinnen 
Wafers. 

5 

An das RUckseitenschleif en schlieiit sich erf indungsgemafl eine 
zweite Teilpolymerisation von in der Haftschicht enthaltenen 
Polymeren bzw. polymerisierbaren Substanzen an. Hierdurch 
wird eine Umformung der in der Haftschicht enthaltenen 

10 Polymere insoweit bewirkt, als dafi sich dadurch die 

Klebekrafte im Vergleich zu vor der ersten Teilpolymerisation 
verringern, bevorzugt auf 10 - 20%. Die zweite 
Teilpolymerisation bewirkt erf indungsgemafl insbesondere^ daB 
an der GrenzflSche zwischen Substrat und auf gebrachter 

15 Haftschicht eine Verringerung der Wechselwirkung auftritt. 
Hierdurch kann das Abziehen der Schutzfolie ohne Schadigung 
der Bumps oder anderer Halbleitertopographien und weitgehend 
ohne verbleibende Kleberreste bzw. kontaminationsf rei auf der 
Waf er-Oberf lache erfolgen. ^Weitgehend ohne verbleibende 

20 Kleberreste"" bedeutet, daJi nach Abziehen der Schutzfolie die 
verbleibende Oberflache fur die nachfolgenden Verwendungen 
ausreichend rein ist und/oder im Rasterelektronenmikroskop 
keine Kleberrlickstande mehr sichtbar sind, Es ist bevorzugt, 
daB bei der zweiten Teilpolymerisation eine vollstandige 

25 Umformung bzw. Polymerisation des noch nicht polymerisierten 
Anteils in der Haftschicht erfolgt. 

Das Abziehen der Folie erfolgt ublicherweise durch 
Auf laminieren eines sehr stark klebenden Folienstreif ens und 
30 mechanisches Abziehen des Streifens; dabei zieht der 
Folienstreifen das ganze Tape (Schutzfolie) von der 
Waf eroberf lache. Der Wafer ist auf einem Vakuumchuck fixiert. 
Ein weiterer Reinigungsschritt erfolgt erfindungsgemSB 
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bevorzugt nicht. Die erf indungsgemafien Schutzfolien sind 
kleberrestef rei bzw. kontaminationsfrei abziehbar. 

Das erf indungsgemafie Verfahren mit einer ersten photochemisch 
5 initiierten Teilpolymerisation hat den Vorteil, dass bei der 
photochemisch initiierten Teilpolymerisation der 
Polymerisationsprozess sehr gut steuerbar ist. Der 
Polymerisationsprozess kann daher leicht dann abgebrochen 
warden, wenn die Haftschicht elastisch geworden ist. 

10 Uberraschend wurde f estgestellt, dass hierbei nach Abziehen 
des Streifens im AnschluB an die zweite Polymerisation 
besonders kleberfreie OberflSchen erhalten werden und im 
wesent lichen keine mechanischen Beschadigungen oder Brtiche 
des Wafers auftraten. Damit kann der Prozessablauf bei der 

15 Waf erprozessierung deutlich verbessert werrden. 

Bei ^er erf indungsgemSJien Folie enthSlt die Tragerschicht 
Polymere, die auch in herkommlichen Tragerschichten von 
Schleif f olien eingesetzt werden. Bevorzugt sind Polyethylene 
20 und andere Polyolefine. Die Schichtdicke der Tragerschicht 
betragt erf indungsgemafl bevorzugt 80 - 200 jam. 

An die Haftschicht ist die Anforderung zu stellen, dalJ eine 
selektive Vernetzung bzw. stufenweise Vernetzung/ 

25 Polymerisation der darin enthaltenen Prepolymere bzw. 
polymerisierbaren Substanzen moglich ist. Dies wird 
erf indungsgemafi durch chemische Hybridsysteme gewahrleistet . 
Grundsatzlich konnen erf indungsgemaii zwei Formen solcher 
Hybridsysteme unterschieden werden, namlich Hybridsysteme 

30 erster Ordnung und Hybridsysteme zweiter Ordnung. 

Charakteristisch filr Hybridsysteme erster Ordnung ist 
erf indungsgemafi, dafi eine selektive thermische oder 
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photochemische Vernetzbarkeit gewahrleistet ist. Es kann 
erf indungsgemaiS zunachst eine photochemische und dann eine 
thermische Polymerisation erfolgen. Die Verf ahrensfiihrung 
kann somit der entsprechenden Prozefifolge in der Montage 
5 angepaJit werden. 

Eine stufenweise Polymerisation ist im Fall der Hybridsysteme 
erster Ordnung zum einen moglich, wenn die Haftschicht aus 
einem Prepolymergemisch bzw. einem Gemisch polymerisierbarer 
10 Substanzen zusammengesetzt ist, welches neben einem thermisch 
polymerisierbaren Anteil einen weiteren photochemisch 
polymerisierbaren Anteil enthalt. 

Es ist erf indungsgemaB aber auch moglich, daJ5 in der 
15 Haftschicht nur eine Sorte polymerisierbarer Substanz bzw. 

Prepolymer enthalten ist, die durch Kombination aus thermisch 
und photochemisch aktivierbaren Initiatoren selektiv und 

stufenweise polymerisierbar ist. Dies geschieht bspw. uber 
verschiedene funktionelle Gruppen die teils durch thermische 
20 teils durch photochemische Initiatoren zur Reaktion gebracht 
werden. 

Als Prepolymerbestandteile von Hybridsystemen erster Ordnung 
kommen erf indungsgemafi Acrylate, Polyur ethane. Epoxide, 
25 Polyester und/oder Polyether sowie Derivate und gemische 
hiervon in Frage. Bevorzugt sind beispielsweise Acrylate, 
bevorzugt multifunktionelle Acrylate, in Kombination mit 
funktionellen Prepolymeren. 

30 Als verwendbare funktionelle Prepolymere stehen bevorzugt 
eine Vielzahl von kommerziell erhaltlichen Produkten mit 
unterschiedlichen Backbones wie Acrylate, Polyurethane, 
Epoxide, Polyester und/oder Polyether oder Derivate hiervon 
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zur VerfUgung. Die Acrylate und anderen Prepolymere weisen 
bevorzugt als funktionelle Gruppeii/ die tiber Initiatoren zur 
Reaktion gebracht werden kSnnen, Doppelbindungen auf. 
Die chemischen Hybridsysteme erster Ordnung weisen als 
5 unterschiedliche Initiatoren als thermische Initiatoren 
vorzugsweise Peroxide, bevorzugt Benzoylperoxid oder Di- 
tert .-butylperoxid und als photochemische UV-Starter 
bevorzugt aromatische Carbonylverbindungen, die einer Norrish 
Typ 1 Fragmentierung unterliegen, wie bspw. Benzoin, 
10 Benzoinderivate, Benzilketale und/oder Acetophenonderivate 
auf. Ebenfalls bevorzugt sind Acylphosphinoxide oder alpha- 
Aminoketone . 

Eine erf indungsgemafi besonders bevorzugte 
15 Haftschichtzusaitimensetzung ist ein linearer Polyester mit 
einem Triacrylat, bevorzugt Trimethylolpropantriacrylat 
(TMP.TA) als multifunktionellem Acrylat als 
Vernetzungsbestandteil in Verbindung mit Benzoin und 
Benzoylperoxid. Hiermit wurden in Tests besonders gute 
20 Ergebnisse erzielt. 

Die Menge des Photoinitiators variiert erf indungsgemaJi 
bevorzugt von 0,3 Gew.-% bis 5 Gew.-%, noch bevorzugter 0,3 
bis 3 Gew.-%, weiterhin bevorzugt ungefahr 2 Gew.-%, die 
25 Menge des thermischen Starters bevorzugt von 0,5 Gew.~% bis 
1,5 Gew.-%, weiterhin bevorzugt ungefahr 1 Gew,-%. 

MengenmaJiig konnen die Haf tschichtbestandteile in weiten 
Grenzen variieren, es werden aber erf indungsgemafi bevorzugt 
30 ubliche Mengen an Bestandteilen, also Prepolymeren und 
Initiatoren eingesetzt. Die Anteile multifunktioneller 
Acrylate und Polyester sind beliebig variierbar. Bevorzugt 
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betragt das Verhaltnis Polyester zu Acrylat in Gew.-% 
ungefahr 70 -90 zu 10 bis 30, bevorzugt ungefShr 80 zu 20. 

Erf indungsgemaB lalJt sich durch den ersten Vernetzungsschritt 
5 die gewUnschte Steifigkeit, Festigkeit und Elastizitat der 
Haftschicht ftir das Diinnschleif en einstellen. Der zweite 

Teilpolymerisationsschritt bewirkt die notwendige Reduktion 
der Klebekraft. Diese Abfolge ist mit beliebigen thermisch 
und photochemisch vernetzbaren Mischformulierungen 
10 durchfuhrbar, sofern sie den Anf orderungen der Vormontage 
entsprechen. Bevorzugt sind diese Mischformulierungen 
transparent . 

Bei Hybridsystemen zweiter Ordnung sind die in der 

15 Haftschicht enthaltenen Prepolymere bzw. polymerisierbaren 

Substanzen ausschlieBlich photochemisch vernetzbar. Erste und 
zweite Teilpolymerisation erfolgen also photochemisch. Die 
Vernetzung erfolgt mehrstufig bevorzugt dadurch, daJi die 
Filme verschiedene Photoinitiatoren enthalten. Die 

20 unterschiedlichen Selektivitaten der Photoinitiatoren beruhen 
auf deren unterschiedlichen Wellenlangen-spezif ischen 
Empf indlichkeiten. Je nach' eingestrahlter Wellenlange erfolgt 
die Aktivierung des betreffenden Initiators und bewirkt somit 
die gewtinschten Teilvernetzungen. Nach dem Aufbringen des 

25 viskosen Klebefilms werden Topographien auf der Wafer- 

Oberfiache ausgeglichen, die erste Belichtung vernetzt und 
festigt den Klebefilm, die zweite Belichtung nach dem 
Dunnschleif en lost die Klebehaftung zwischen Folie und Wafer- 
Oberflache. Die Auswahl der Photoinitiatoren kann an die 

30 Equipment-Anf ertigungsgegebenheiten angepaJit werden. 

Erfindungsgemaii ist als Hybridsystem zweiter Ordnung 
bevorzugt ein System umfaBt, bei dem nur ein Prepolymer bzw. 
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polyrtierisierbare Substanz vorliegt, das durch einen ersten 
Initiator polymerisierbar ist, wobei die Polymerisation durch 
die Verfahrensparameter gestoppt werden oder durch die 
mengenmafiigen Anteile der Initiatoren gesteuert werden kann, 
5 und anschliefiend ein zweiter Initiator aktiviert wird, uiti die 
zweite Teilpolymerisation zu starten. 

Erfindungsgemaii konnen die Hybridsysteme zweiter Ordnung 
bevorzugt auch ein Gemisch von Polymeren bzw. 
10 polyitierisierbaren Substanzen sein, wobei eine erste 
polymerisierbare Substanz/Polymer durch einen ersten 
Photoinitiator und eine zweite polymerisierbare 
Substanz/Polymer durch einen zweiten Photoinitiator 
polymerisierbar ist. 

15 

Als Polymere bei den Hybridsystemen zweiter Ordnung konnen 
erfindungsgemaJi dieselben Polymere eingesetzt werden^ wie die 
oben bei den Hybridsystemen erster Ordnung auf gefiihrten 
Polymere. Voraussetzung ist selbstverstandlich, dalJ diese 
20 einer Initiierung durch photochemische Initiatoren zuganglich 
sind. 

Erfindungsgemali ist grundsatzlich zu gewahrleisten, daJi die 
erste Polymerisation noch nicht vollstSndig ist- Dies kann 

25 durch die Polymerisationsparameter, beispielsweise bei der 
thermischen Polymerisation durch die Dauer der Behandlung 
Oder die eingesetzte Temperatur oder bei der photochemischen 
Polymerisation durch die Menge an Initiator und/oder Dauer 
der UV-Bestrahlung erfolgen. Weiterhin ist erf indungsgemaJJ 

30 eine Steuerung im Fall eines Gemischs von polymerisierbaren 
Substanzen oder Polymeren uber die mengenmafiigen Anteile der 
photochemisch oder thermisch polymerisierbaren Substanzen 
Oder Polymere sowie der beteiligten Initiatoren moglich. 
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Erf indungsgeiaaB konnen die Haf tschichdicken bevorzugt bis zu 
500pm betragen. Die Haf tschichten weisen erf indungsgemafi 
bevorzugt eine Dicke von 150 - 300 |im, weiterhin bevorzugt 
5 200 - 300 pm/ auf . Es sind erf indungsgemafi aber auch Dicken 
auBerhalb dieser Grenzen umfafit. Die Schichtdicken konne 
erf indungsgemafi an das beim Schleifen zu schtitzende Substrat 
angepafit werden. Geeignete Anteile konnen vom Fachmann 
bestimmt warden. 

10 

Die Wafer als Substrate bestehen aus Silicium, und konnen 
darauf befindliche Halbleiterstrukturen, z.B. integrierte 
Speicher-, Logik-, Power- oder auch Einzelhalbleiter- 
Schaltungen, sowie insbesondere Kontakt-Bumps aufweisen. 

15 Diese Kontakt-Bumps sind tiblicherweise Polymere, auf denen 
sich erfindungsgemafi auch darauf ftlhrende Metallbahnen 
befinden k5nnen. Die zu beschichtenden Waf er-Vorderseiten 
bilden somit fUr die Haftschicht der Folie eine Oberflache 
aus Silicium, Leitermetallen und/oder isolierenden bzw. 

20 elektrischen Polymeren. Die Kontakt-Bumps auf der Wafer- 
Vorderseite konnen erf indungsgemafi bevorzugt eine Hohe von 
150 " 250 pm und einen Durchmesser von 300 - 500pm aufweisen. 

Die erf indungsgemafien Folien kSnnen bevorzugt in Rollenform 
25 gelagert werden, bevorzugt mit einer Lange von 100 bis 200m. 
Die Breite der Folien kann an den Durchmesser des zu 
beschichtenden Waf er-Substrats angepafit werden. 

Die vorliegende Erfindung lomfafit weiterhin Wafer, die mit den 
30 erf indungsgemafien Folien beschichtet sind. Aufierdem sind 
erf indungsgemafi Wafer umfafit, die unter Einsatz des 
erfindungsgemafien Verfahren hergestellt wurden. 
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15 

Die Erfindung wird im folgenden anhand von 

Ausfuhrungsbeispielen erlautert, die den Umfang der Erfindung 
jedoch nicht einschranken sollen. 

5 In der Beschreibung und der Erfindung wird auf die folgenden 
Figuren Bezug genoininen: 

Figur 1 zeigt einen erf indungssgemSlS beschichteten Wafer mit 
darauf befindlichen Kontakt-Bumps . 

10 

Beispiele 

1. Folie mit Hybridsystem erster Ordnung 

Auf Wafer mit 200 oder 300 mm Durchmesser und darauf 
befindlichen integrierten Schaltungen, sowie Kontakt-Bumps 
mit 250 pm H6he (Polymer- oder Metall-Bumps) und einem 
Durchmesser von 400 pm wurden mittels einer Anpressrolle 
jeweils Folien laminiert. Die Folien wiesen eine 150 |im dicke 
Tragerschicht aus Polyolefinen oder PVC auf. Die Haftschicht 
der Folie wies folgende Zusammensetzung auf: 77,5 Gew.-% 
linearer Polyester und 19,5 Gew.% eines Triacrylats (TMPTA) 
als Vernetzungsbestandteil in Verbindung mit 2 Gew.-*% Benzoin 
und 1 Gew,-% Benzoylperoxid. Die Schichtdicke der Haftschicht 
betrug 300 pm. 

Es folgte eine erste photochemisch initiierte 
Teilpolymerisation, die so uber die Strahlungsintensitat oder 
30 Zeit gesteuert wurde, dass die Haftschicht ein elastisches 
Verhalten annahm. 
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Anschlieiiend wurde die TragerrUckseite auf einen rotierenden 
Vakuumchuck, der Bestandteil der Schleifmaschine ist, als 
Unterlage positioniert, und es erfolgte ein Schleifen der 
Wafer-Rtickseite. Beim Schleifen wurden folgende Schritte 
5 durchgefiihrt : Auflegen des Wafers mit der laminierten Seite 
auf einen Vakuumchuck, dieser Chuck rotiert und wird mit 
Wasser gespUlt. Aufsetzen eines rotierenden 
Diamantschleif ringes auf die freie Rtickseite des Wafers; 
Zustellen des Schleif ringes bis zur gewunschten Tiefe, 
10 Abheben der Schleif scheibe, Wasserspiilen, Abnehitien des 
Wafers, Weitertransport zur nachsten Schleif station 
(Feinschlif f ) , Zustellen der rotierenden Feinschleif scheibe 
auf gewtinschte Tiefe, Abheben der Schleifscheibe, 
WasserspUlen, Ausladen des dtinnen Wafers. 

15 

Nach dem Ruckseitenschleif en wird eine zweite thentiisch 
initiierte Teilpolymerisation durch Temperaturerhohung 
durchgefiihrt, so dass eine weitgehend vollstandige 
Durchpolymerisation erreicht wurde. Hiernach wird die Folie 
20 von dem Waf er-Substrat abgezogen. Es erfolgte kein weiterer 
Reinigungsschritt . 

Im Rasterelektronenmikroskop konnten keine Kleberriickstande 
auf dem Waf er-Substrat festgestellt werden. Bei wiederholten 
25 Versuchen wurden keine mechanischen Beschadigungen oder 
Brtiche eines Wafers beobachtet. 



wo 02/091433 



17 



PCT/EP02/04776 



Patentansprtlche 

1. Verfahren zum Ruckseitenschleif en von Wafern, mit den 
Schritten: 

5 

a) Aufbringen einer Folie, die eine Tragerschicht und eine 
Haftschicht aufweist, mit der Haf tschichtseite auf die Wafer- 
Vorderseite, wobei das Aufbringen der Folie auf die Wafer- 
Vorderseite durch Laminieren erfolgt, wobei sich die 

10 Haftschicht auf der Waf eroberf lache befindlichen 

Halbleitertopographiestrukturen und/oder Kontakt-Bumps 
anpaJJt, wahrend die Tragerschicht rtickseitig plan und 
parallel zur Waf eroberf lache verlauft; 

b) Durchfuhren einer ersten photochemisch initiierten 
15 Teilpolymerisation in der Haftschicht, wodurch die 

Haftschicht als Folge der ersten Teilpolymerisation ein 
elastisches Verhalten annimmt und die Haftung zwischen 
Haftschicht und Waf er-Oberf lache verstarkt wird; 

c) Schleifen der Waf er-Rtickseite, 

20 d) Durchfiihren einer zweiten Teilpolymerisation in der 

Haftschicht, wodurch eine Verringerung der Haftung zwischen 
der Haftschicht und der Waf er-Oberf lache erreicht wird; und 
e) Abziehen der Folie von der Waf er-Vorderseite . 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Waf er-Vorderseite mit Halbleiterstrukturen versehen 

ist . 

30 3- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS> die Waf er-Vorderseite Kontakt-Bumps in einer Hohe von 150 
- 250 vim und mit einem Durchmesser von 300 - 500 yim aufweist. 
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4 . Verf ahren nach einem oder laehreren der vorhergehenden 
2\nspruche/ 

dadurch gekennzeichnet, 
5 dali die zweite Teilpolymerisation thermisch oder 
photochemisch initiiert wird. 

5. Verf ahren nach einem oder mehreren der vorhergehenden 
Anspriiche, 

10 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Tragerschicht beim Rtickseitenschleif en des Wafers 
plan auf einer Unterlage aufliegt. 

6. Folie zum Einsatz beim Rtickseitenschleif en von Wafern, die 
15 eine Tragerschicht und eine Haftschicht aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, 
daii die Haftschicht stufenweise polymerisierbar ist und so 
ausgelegt ist, dalJ zunSchst eine photochemisch initiierte 
Teilpolymerisation und dann eine photochemisch oder thermisch 
20 initiierte Teilpolymerisation durchgefuhrt werden kann. 

7. Folie nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 
dali die Tragerschicht an sich bekannte Prepolymere aufweist, 
25 bevorzugt Polyolefine. 

8. Folie nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Dicke der Tragerschicht 80 - 200 pm betrSgt. 

30 

9. Folie nach einem oder mehreren der Ansprtiche 6-8, 
dadurch gekennzeichnet. 
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daii die Haftschicht ein thermisch polymerisierbares und ein 
photochemisch polymerisierbares Prepolymer aufweist. 

10. Folie nach einem oder mehreren der AnsprUche 6-8, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

daJ5 die Haftschicht zwei photochemisch polymerisierbare 
Prepolymere aufweist. 

11. Folie nach einem oder mehreren der Anspriiche 6-8, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

daB die Haftschicht ein Prepolymer aufweist, das durch eine 
Kombination aus einem thermisch aktivierbaren und einem 
photochemisch aktivierbaren Initiator selektiv 
polymerisierbar ist. 

15 

12. Folie nach einem oder mehreren der AnsprUche 6-8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daJi die Haftschicht ein Prepolymer aufweist, das durch eine 
Kombination aus zwei verschiedenen photochemisch 
20 aktivierbaren Initiatoren selektiv polymerisierbar ist. 

13. Folie nach einem oder mehreren der AnsprUche 6-8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daii die Haftschicht als thermisch und/oder photochemisch 
25 polymerisierbare Prepolymere Acrylate, Polyurethane, Epoxide, 
Polyester, Polyether und/oder Derivate oder Gemische hiervon 
aufweist. 

14. Folie nach einem oder mehreren der AnsprUche 6 - 13, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Haftschicht als thermisch und/oder photochemisch 
polymerisierbare Prepolymere multifunktionelle Acrylate in 
Kombination mit funktionellen Prepolymeren aufweist, wobei 
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als funktionelle Prepolymere Polymere lait unterschiedlichen 
Backbones wie Polyurethane, Epoxide, Polyester und/oder 
Polyether oder Derivate hiervon enthalten sind und die 
Acrylate Doppelbindungen aufweisen. 

5 

15. Folie nach einem oder mehreren der AnsprUche 6-14, 
dadurch gekennzeichnet, 

daJ3 die Haftschicht als thermische (n) Initiator (en) Peroxide, 
bevorzugt Benzoylperoxid und/oder Di-tert . -butylperoxid, 
10 enthalt. 

16. Folie nach einem oder mehreren der Ansprtiche 6 - 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Haftschicht als photochemische (n) Initiator (en) 
15 aromatische Carbonylverbindungen, die einer Norrish Typ 1 
Umlagerung unterliegen, bevorzugt Benzoin, Benzoinderivate, 
Benzilketale, Acetophenonderivate und/oder Acylphosphinoxide 
Oder alpha-Aminoketone, aufweist. 

20 17. Folie nach einem oder mehreren der Ansprtiche 6 - 16, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Photoinitiatoren bei unterschiedlichen Wellenlangen 
aktivierbar sind. 

25 18. Folie nach einem oder mehreren der Anspruche 6 - 17, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Haftschicht eine Dicke von bis zu 500 pm, bevorzugt 
150 - 300 \m, noch bevorzugter 200 - 300 pm, aufweist. 



30 19. Folie nach einem oder mehreren der Anspruche 6-18 zur 
Verwendung in einem Verfahren gemali Anspruch 1-5. 
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20. Wafer, beschichtet mit einer Folie nach einem der 
AnsprUche 6-18. 

21. Wafer, hergestellt unter Einsatz des Verfahrens nach 
5 einem der Anspruche 1-5. 
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